










































































专利名称(译) 场效应型晶体管及制造方法、液晶显示装置及制造方法
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摘要(译)

本发明提供一种以很少的工时就可以实现与栅交叠漏极(GOLD)同等的构
造，并且可以缓和漏极附近的高电场的场效应型晶体管及其制造方法。
本发明的场效应型晶体管的制造方法至少包括以下工序：在玻璃基板1上
形成半导体层3的工序；在半导体层3上形成在沟道方向的距离比栅电极
短的电阻图形10，注入杂质的工序；通过栅极绝缘膜4，在半导体层3上
形成栅电极5的工序；将栅电极5作为掩模，照射激光，使源极/漏极区的
杂质活化，形成高活化区3c，同时通过激光的热扩散，使内侧区域以低
活化率活化，形成低活化区3b的工序，通过使低活化区具有与LDD区域
相同的功能，从而通过一次杂质注入，形成GOLD构造的薄膜场效应型
晶体管。
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